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下圖電路之電流源 I = 1.6 mA，電流源的輸出阻抗 RSS = 30 k。電晶體

參數：(W/L)n = 100，(W/L)p = 200，nCox = 0.3 mA/V2，pCox = 0.1 mA/V2，

VAn = VAp = 25 V。

求算差模電壓增益 Ad = vO / (vG1vG2)。（10 分）

求算共模電壓增益|Acm|。（10 分）
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下圖電路 2R1 = 100 k，R2 = 1 M，R3 = R5 = 1 k。

當 R4 = R6 = 4 k，求算差模電壓增益[vO / (vI2 vI1)]。（10 分）

當 R4 = 4.2 k，R6 = 4 k，求算共模電壓增益。（10 分）
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下圖電路VDD = 5 V，R = 100 k。晶體參數：kn’(W/L)1 = kp’(W/L)2 = 0.5 mA/V2，

Vt= 0.5 V。當VA = 50 V，求算小訊號增益 Av = vD / vG 及小訊號輸入阻抗

Rin。（20 分）
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下圖電路 VDD = 10 V，RD = 5 k，RG = 12 k，RL = 20 k，CC1 = CC2 =

。電晶體參數：Vt = 2 V，kn’(W/L) = 0.2 mA/V2，VA = 50 V。

忽略通道調變效應，計算電晶體直流電流 ID。（8 分）

計算小訊號輸入阻抗 Rin。（12 分）
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下圖電路 R1 = 100 k，R2 = R = 1 M，C = 10 nF，運算放大器的飽和輸

出電壓為10 V，求算 vO 頻率。（20 分）


